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【研究背景】 近年、特に中短距離通信トラフィックの増加が顕著である。Si photonics 光集積回路（PIC: 

Photonic Integrated Circuit）によるトランシーバや、LSIとPICを集積したデバイスなどが多数報告され、
低コストでさらなる高速大容量通信可能なネットワーク実現に向けた研究が進んでいる[1]。これまで
我々は、Ⅲ-Ⅴ族化合物半導体の利得チップ（反射型半導体光増幅器：RSOA(Reflective Semiconductor 

optical amplifier)）と SiPh チップの端面光結合によるヘテロジニアス光集積回路（HG-PIC: Hetero 

Generous-Photonic Integrated Circuits）の検討を行ってきており、波長可変レーザや波長可変 Dual mode

レーザ[2]等を実証してきた。集積技術には種々の方法があるが、本稿では、一般的に入手可能な UV

硬化接着剤の簡便さに着目し、これを用い RSOAチップと SiPhチップの端面を精密に接合し、良好な
光出力特性を有する波長可変レーザを実証したので報告する。 

【実験結果・考察】まず、一般的に入手可能な UV 硬化樹脂 A~C（A,B：アクリル系樹脂、C：エポキ
シ系樹脂）の 3 種類を用意した。RSOA と SiPh チップを端面接合する際、UV 硬化接着剤と半導体と
のぬれ性が高く、両者を均一に接触させる必要があると考え、そのぬれ性を評価した。その結果を比
較対象の水の結果と共に図１に示す。水やサンプル Aの UV硬化樹脂に対し、サンプル B, Cがぬれ性
の高い結果となった。さらにサンプル B,C の接合強度を評価した結果、サンプル C の接合強度の方が
高い結果が得られた。次にこのサンプル Cの UV 硬化接着剤を用いて、RSOAと SiPh チップの端面接
合を試みた。SiPh チップには二重リング共振器構造の外部共振器光回路が作製されている。２つのチ
ップをそれぞれステップモータで精密に位置制御可能なステージ上に置き、２つのチップ端面の間に
極微量の UV硬化接着剤を付着させ、アライメントした後、UV 硬化させた。その端面接合した後のチ
ップ全体を観察した写真を図 2 に示す。良好な接合を確認することが出来た。次の図 3 は２つのチッ
プの接合前後における外部共振器波長可変レーザの光出力特性の結果を示したものである。接合前の
閾値電流は 61.1 mAであったのに対し、接合後の閾値電流は 36.9 mA であり、特性の劣化は見られず、
非常に良好な特性が得られた。その要因の一つとしては、UV 硬化樹脂が２つのチップ間に入ることに
より、光結合が改善された可能性や、SiPh チップ端面のスポットサイズコンバータの一部に時々見ら
れる欠けに起因する光の散乱損失が低減された可能性などが考えられる。 

【まとめ】一般的に入手可能な UV 硬化接着剤を用いて RSOA と SiPh チップ端面を精密に接合し、良
好な光出力特性を有する波長可変レーザを実証した。この手法はチップ端面光結合のヘテロジニアス
集積を行うにあたり簡便であり、有用であると期待される。 
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図１ 各 UV樹脂の試料と接触各   図 2 UV硬化樹脂による接合チップ写真   図 3 集積素子のレーザ出力特性 
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